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(3) 超階段接合アバランシダイオードではダイオードの Q が小さくなり，これが広帯域特性に適して
いるごとを指摘し，出力でインパットダイオード，帯域特性でガンダイオードに匹敵する広帯域注入
同期増巾器を超階段接合アパランシダイオードを用いて得ている。
(4) ダイオードパッケージのパッケージアドミッタンスの調整方法を提案検討し，この結果，マイク
ロ波回路との整合を取るに際しての自由度を従来のダイオードに比して大きくできることを実験的に
+食言すしている。
(5) ダイオードチップのアドミッタンスの温度変化をセラミック誘電体で補償する方法を提案検討し，
低 Q発振器の温度変化による発振周波数の変化を補償できることを見出している。
以上の研究成果は，マイクロ波工学の進歩に寄与するところ大であり，博士論文として価値あるも
のと認める。
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